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Szilardtest memoriak alkalmazasa
Alkalmazasok

Operacios rendszer

Fordit6 Kernel Fw)
Gépi utasitasok (ISA)
CPU I/0

Memoria

Integralt aramkorok

Tranzisztorok




SSD tarolok

» Megjelenési formak
 FLASH memoria
* NAND—NOR

« SSD felépitése, jellemzéi
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Informaciod tarolas
villamos toltésekkel

Oxide Layer

Bitcella

Word Line

\*mmml Gate

Floating Gate
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(Single level Call) (Multi Level Cell) (Tri Level Cell)
LALA AR TN ﬁ(\
Storage 1 bits/cell 2 bits/cell 3 bits/cell
Capacity
Performance | High Medium Low
Lifetime (Erase | ~100K ~10K ~oK

cycles)

Error
Correction

Less Complex

Medium Complex

Highly Complex
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Bit line

# NOR FLASH < NAND FLASH

Bit line

Word Word Word Word Word Word

line 0 line 1 line 2 line 3 line 4 line 5
gpigiigiigiigiin
1 1

N N, GND N N, GND M

P

N, GMD M

- Bitcellak huzalozott NOR
kapcsolatban

- Kiolvasaskor csak az
olvasandoé cella aktiv

- Gyors mikddés

- Kisebb fajlagos tarolé
kapacitas (t6bb
vezetekezes kell)
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transistor line© line1 line2 line3 lined line5 lined line 7transistor
] [ OO 12 T s

- Bitcellak huzalozott NAND
kapcsolatban

- Kiolvasaskor az 6sszes
soros cella bekapcsolva

- Lassabb mikodés

- Nagyobb fajlagos
tarolOkapacitas
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ii‘ Memoria IC belso felépitese
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SSD meghajto felépitése

FLASH memoriak

.....

iy ,
ey TéPo0ység

ezérlé
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Vezerloegység felépitése

iie

MAND MNAND
NAND 2 MNAND NAND

A

Channels

NAND

MNAND
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i i Adatok szervezese egy konkrét példan keresztiil

1db 1GB NAND FLASH )
memoéria aramkor Osszesen: 1024 blokk
0.blokk 1023 blokk Blokkon,kent: 64 lap
Laponkent: 2048 byte
0.ap k) | F------ 0.lap (2k)
i i Csak egész blokk torolheto!
Csak egész lap irhaté!
63.1ap (2k)| f------ 63.1ap (20| | I\ 5 olvasas: 25us
Lap iras: 200us

Blokk torlés: 700us
Cimzés: Elettartam: kb 100 000 torlés/iras
31 22121 1615 1110 0

BA9...BAO PAS5...PAO 0...0 CAI0...CAO
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SSD - vezerlesi feladatok

e Memoriatdombok kezelése

- egyenletes elhasznalédas biztositasa a véges irasi ciklusszam miatt
—> szabad, torolhet6 és foglalt blokkok nyilvantartasa
- blokkok irasanak szamolasa, nyilvantartasa (élettartam)

» Adatok pufferelese a gyors atvitelhez

» Hibadetektalas és korrekcio

. (")ndiagnosztika (pI.: SMARTSeIf-Monitoring Analysis and Reporting Technology)
» Adatok titkositasa (pl.: Gzleti felhasznalas)

* Interfész kezelese (pl.: SATA, SAS)

Elettartam jellemz&je: TBW (Total Bytes Written),
Pl.: 480GB SSD élettartam adata: TBW limit = 1.9PB
1.9-2%0 Byte / 480-230 Byte = 4150x teleirhato
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Osszefoglalés

* Flash bitcella felépitése

« SLC, MLC és TLC tarolasi elvek

* NOR és NAND FLASH memodria kialakitasa
 FLASH memoria belsd strukturaja

« SSD meghajto felépitese

* NAND chip bels6 szervezese

» Vezerld egység feladatai

e« SSD élettartam értelmezése
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